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[目的] SiC-MOSFETは実用化のステージに入っているが、SiO2/SiC界面準位がMOSFETの性能と

信頼性に悪影響を与えると考えられている。本研究では、横型および縦型の SiC-MOSFETの伝達

特性と SiO2/SiC界面準位密度の相関を明らかにすることを目的として、実測した界面準位密度の

データを取り入れたモデルを構築した。 

[方法] nチャネル横型 SiC-MOSFET(L/W=10/100 μm, Tox~50 nm)（図１[1]）の伝達特性を測定し、

移動度・界面固定電荷密度をパラメータとして実験データを再現するモデルを TCADで構築した。

界面準位密度は、DLTS測定と Hall測定から算出した実測値[2]を組み合わせて取り入れた。次に

同じチップ上の nチャネル縦型 SiC- MOSFET(L=4.0 μm, Tox~50 nm)（図２）の伝達特性を測定した。

横型と同じ移動度・固定電荷密度と界面準位密度を用いて、伝達特性シミュレーションを行った。 

[結果] 移動度 30cm2/Vs、固定電荷密度 2.0×1012 cm-2として、横型 SiC-MOSFETの伝達特性を再

現した（図３）。縦型 SiC-MOSFETの伝達特性のシミュレーション結果は、測定結果に対してし

きい値は約-1 Vシフトし、オン電流は約 0.85倍だった（図４）。一層の高精度化のためには、よ

り深い界面準位密度や固定電荷による影響を考慮する必要があると考えられる。 

 

Figure2. Vertical MOSFET structure 

Figure3. Id-Vg curve of Lateral MOSFET Figure4. Id-Vg curve of Vertical MOSFET 

Figure1. Lateral MOSFET structure [1] 
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